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Bibliographische Daten 


A molecular detection apparatus (10) is formed by a substrate (12) which supports a binding site for 
receiving a molecular receptor (16), and a transistor integrated in the substrate. The transistor has a 
gate electrode (20), a source electrode (22), a drain electrode (24), and a semiconductive channel layer 
(26) which electrically couples the source electrode to the drain electrode. The semiconductive channel 
layer (26) is located proximate to the molecular receptor (16) so that a conductance between the source 
electrode and the drain electrode is modified by a charge associated with a molecule (28) which binds to 
the molecular receptor (16). Binding of the molecule to the molecular receptor (16) is sensed by a 
modified electrical characteristic of the transistor resulting from the charge associated with the molecule. 
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(§4) PROCEDE ET APPAREIL DE DETECTION MOLECULAIRE A BASE DE TRANSISTOR. 



(57) Un appareil de detection moleculaire (10) est compose 
dTJn substrat (12) qui supporte un site de liaison permettant 
de recevoir un recepteur moleculaire (16) et d'un transistor 
integre au substrat Le transistor presente une electrode de 
grille (20), une electrode de source (22), une electrode de 
drain (24) et une couche de canal semi-conductrice (26) 
qui couple electriquement I'electrode de source a I'elec- 
trode de drain. La couche de canal semi-conductrice (26) 
est srtuee pres du recepteur moleculaire (16) de sorte 
qu'une conductance entre I'electrode de source et Yelec- 
trode de drain est modifiee par une charge associee a une 
molecule (28) qui se lie au recepteur moleculaire (16). La 
liaison entre la molecule et le recepteur moleculaire (16) 
est detectee par une caracteristique electiique modifiee du 
transistor qui resuite de la charge associee a la molecule. 
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TITRE 



Procede et appareil de detection moleculaire a base de 
transistor 

Domaine de !• invent- i» n 

La presente invention concerne des dispositifs de 
detection moleculaire. 
Arrie re-Dlan de 1 ' invention 

On a recemment fait de grands efforts pour mettre 
au point des puces de detection moleculaire. En 
general, une puce de detection moleculaire comporte un 
subs t rat sur lequel est agence un groupement de sites 
de liaison. Chaque site de liaison (ou site 
d' hybridation) possede un recepteur moleculaire 
respectif qui se lie a ou s'hybride avec une molecule 
qui presente une structure predetermine . Une solution 
echantillon est appliquee a la puce de detection 
moleculaire et les molecules de 1 ' echantillon se lient 
ou s'hybrident en un ou plusieurs sites de liaison. Les 
sites de liaison particuliers sur lesquels se produit 
1' hybridation sont detectes, et une ou plusieurs 
structured ) moleculaire(s) est (sont) deduite(s) a 
l'int6rieur de 1 ' echantillon. 

Les puces de detection moleculaires presentent un 
grand interet pour la raise en s6quence des genes. Ces 
puces, qu'on appelle souvent puces d'ADN, utilisent un 
groupement de sites de liaison selectifs, chacun d'eux 
possedant des eprouvettes respectives d ' ADN a un seul 
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brin. Un echantillon de fragments d , ADN a un seul brin, 
que l'on appelle ADN cible, est applique £ la puce 
d'ADN. Les fragments d'ADN se fixent a une ou plusieurs 
eprouvettes d 'ADN grace h un processus d* hybridation. 
En detectant quelles eprouvettes d'ADN possedent un 
fragment d'ADN hybridees sur celles-ci, on peut 
determiner une sequence de bases de nucleotides a 
l'interieur du fragment d'ADN. 

Afin d'accel^rer le processus d ' hybridation , une 
concentration locale d'ADN cible peut etre augment6e en 
des sites predetermines en utilisant des renf orcements 
de champ eiectrique. Ici, chaque site pr£sente une 
electrode qui lui est associee, ce qui permet de 
generer de fagon selective un champ eiectrique. Le 
champ eiectrique est genere grace a 1 ' application d'un 
potentiel eiectrique entre une electrode du site et une 
contre-eiectrode situee dans une partie peripherique de 
la puce. Afin d'attirer des fragments d'ADN vers le 
site, la polarite du potentiel eiectrique est choisie 
de telle sorte qu'un champ eiectrique presentant une 
polarite opposee a la charge des fragments d'ADN est 
genere. Afin de deshybrider le site, un champ 
eiectrique presentant la meme polarite que les 
fragments d'ADN peut etre genere pour repousser les 
fragments d'ADN du site. 

Differentes approches ont ete utilisees pour 
detecter un phenom^ne d ' hybridation au niveau d'un site 
de liaison. Selon une approche, un marqueur radioactif 
est fixe a chaque molecule d'une pluralite de molecules 
de 1 'echantillon. La liaison entre une molecule et un 
recepteur de molecule peut alors etre detectee grace a 
la detection du marqueur radioactif. 

D'autres approches de detection utilisent des 
etiquettes f luorescentes , comme les f luorogenes qui 
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s'eclairent de fagon selective lorsque 1 1 hybridation se 
produit. Ces fluorogdnes sont eclaires par une source 
exterieure au substrat qui absorbe la lumi&re. Une 
camera & dispositif a couplage de charge (CCD) externe 
est utilisSe pour detecter la fluorescence provenant 
des fluorogdnes 6claires. 
Brfeve description des dessins 

L* invention est decrite en detail dans les 
revendications jointes. Toutefois, d'autres 

caracteristiques de 1 ' invention apparaitront plus 
clairement et 1* invention sera mieux comprise en 
reference h la description detainee suivante et aux 
dessins joints parmi lesquels : 

la figure 1 est un schema fonctionnel d'un mode de 
realisation d'un appareil de detection moleculaire 
selon la presente invention ; 

la figure 2 est un organigramme d'un mode de 
realisation d'un procede de detection d'une liaison 
entre une molecule et un recepteur de molecule au 
niveau d'un site de liaison dans un appareil de 
detection moleculaire ; 

la figure 3 est un organigramme d'un mode de 
realisation d'un procede de detection d'une 
caracteristique eiectrique modifiee du transistor ; 

la figure 4 est un organigramme d'un autre mode de 
realisation d'un procede de detection d'une 
caracteristique eiectrique modifiee du transistor ; 

la figure 5 est un organigramme d'un autre mode de 
realisation d'un procede de detection d'une 
caracteristique eiectrique modifiee du transistor ; 

la figure 6 illustre de fagon schematique une 
paire dif f erentielle formee par un premier transistor 
et un deuxieme transistor ; 
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la figure 7 est une vue en coupe transversale d'un 
autre mode de realisation d'un appareil permettant de 
detecter une liaison d'une molecule au niveau d'un site 
de liaison dans un appareil de detection moleculaire ; 
5 et 

les figures 8 et 9 illustrent respectivement une 
vue de dessus et une vue laterale d'un mode de 
realisation d'un appareil de detection moleculaire 
integre selon la presente invention. 

10 Description detailiee d'un mode de realisation pr6fere 

Les modes de realisation de la presente invention 
proposent de fagon avantageuse un appareil de detection 
moleculaire qui detecte la liaison ou 1 ' hybridation 
entre une molecule et un recepteur moleculaire en 

15 d6tectant une charge associee & la molecule, Un mode de 
realisation prefere utilise un transistor ^ couches 
minces integre & un substrat afin de definir un site de 
liaison. Le transistor & couches minces est utilise h 
la fois pour detecter les phenom^nes de liaison et 

20 contrdler 1 'hybridation et la deshybridation. La 
sensibilite de la detection peut etre ameiioree en 
formant une paire dif f erentielle utilisant le 
transistor et un deuxieme transistor au niveau d'un 
site non hybride. 

25 La figure 1 est un schema fonctionnel d'un mode de 

realisation d'un appareil de detection moleculaire 10 
selon la presente invention. L 1 appareil de detection 
moleculaire 10 comporte un substrat 12 qui supporte un 
site de liaison 14 permettant de recevoir un recepteur 

30 moleculaire 16. En general, le recepteur moleculaire 16 
est choisi en fonction d'un type de molecule & 
detecter. Le recepteur moleculaire 16 comporte en 
general une molecule biologique ou de synthase qui 
presente une affinite specifique avec la molecule & 
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detecter. Le recepteur moieculaire 16 peut comporter 
une chalne cTau moins un nucleotide qui s'hybride avec 
une chalne compiementaire d'au moins un nucleotide 
contenu dans la molecule. Ici, par exemple, le 
5 recepteur moieculaire 16 peut comporter une eprouvette 
d'ADN permettant de detecter une sequence d'ADN 
compiementaire correspondante dans la molecule. 
Toutefois, il faut remarquer que la portee de 
1* invention ne se limite pas & la detection de 

10 1 • hybridation de molecules d'ADN. Par exemple, les 
modes de realisation de la presente invention peuvent 
6tre utilises pour detecter une hybridation d * ARN et de 
phenomdnes de liaison anticorps-antig&ne. 

L'appareil de detection moieculaire 10 comporte en 

15 outre un transistor 18 integre ou fabrique dans le 
substrat 12. Le transistor 18 presente une electrode de 
grille 20, une electrode de source 22 et une electrode 
de drain 24. Une couche de canal semiconductrice 26 
situee dans le transistor 18 couple eiectriquement 

20 1' electrode de source 22 a 1* electrode de drain 24. La 
couche de canal semiconductrice 26 est situee prds du 
site de liaison 14 de sorte qu'une conductance entre 
1 # electrode de source 22 et 1* electrode de drain 24 est 
modifiee par une charge associee a une molecule 28 

25 lorsque la molecule 28 se lie au recepteur moieculaire 
16. La liaison entre la molecule 28 et le recepteur de 
molecule 16 est detectee grace & la detection d # une 
caracteristique eiectrique modifiee du transistor 18 
qui r6sulte du fait que la charge associee & la 

30 molecule est proche de la couche de canal 
semiconductrice 26. 

La charge associee £ la molecule 28 peut etre 
inherente & la molecule 28, de m§me que la charge est 
inherente & une molecule d'ADN. La charge associee & la 
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molecule 28 peut egalement provenir d'un element charge 
fixe a la mo!6cule 28. Par exemple, la charge associee 
& la molecule 28 peut resulter du fait qu'une rondelle 
de centrage chargee est fixee £ la molecule 28. 

Plusieurs techniques connues peuvent etre 
utilis6es pour fabriquer le transistor 18. Dans un mode 
de realisation prefere, le transistor 18 est un 
transistor & couches minces (TFT). En utilisant la 
technologie h couches minces, la couche de canal 
semiconductrice 2 6 peut etre composee d'un materiau 
organique qui permet une liaison directe entre le 
recepteur moieculaire 16 et une surface de la couche de 
canal semiconductrice 26. Selon une autre solution, la 
couche de canal semiconductrice 26 peut §tre composee 
de silicium (comme a-Si ou poly-Si), auquel cas, une 
couche isolante 29 peut etre placee entre le recepteur 
moieculaire 16 et une surface de la couche de canal 
semiconductrice 2 6 de fagon h fournir une passivation 
appropriee. La couche isolante 29 peut se presenter 
sous la forme d'une couche d'oxyde superf icielle . 

Afin d'acceierer le processus d 1 hybridation, 
I'appareil peut comporter une couche de fixation sur 
laquelle est lie le recepteur moieculaire 16. La couche 
de fixation est plac6e entre le recepteur moieculaire 
16 et la surface de la couche de canal semiconductrice 
26 ou de la couche isolante 29. 

La figure 2 est un organigramme d'un mode de 
realisation d'un procede de detection d'une liaison 
entre une molecule et un recepteur moieculaire au 
niveau d'un site de liaison dans un appareil de 
detection moieculaire. Comme indique par la case 30, le 
procede comporte une etape de fourniture d'un 
transistor possedant une couche de canal 
semiconductrice situee pres du recepteur moieculaire de 
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sorte qu'une conductance entre une Electrode de source 
et une Electrode de drain est modifiee par une charge 
associee £ la molecule lorsque la molecule s'hybride 
avec le recepteur moleculaire. Cette etape peut etre 
effectuee en utilisant un mode de realisation d'un 
appareil de detection moleculaire tel que decrit dans 
le present document. 

Comme indique par la case 32, le procede comporte 
une etape de detection d'une caracteristique electrique 
modifiee du transistor qui resulte du fait qu'une 
charge associee & la molecule est proche de la couche 
de canal semiconductrice au moment de la liaison. Cette 
etape de detection de la caracteristique electrique 
modifiee peut etre effectuee de differentes fagons, 
dont trois seront decrites ci-dessous. 

La figure 3 est un organigramme d'un mode de 
realisation d'un procede de detection d'une 
caracteristique electrique modifiee du transistor. 
Comme indique par la case 40, le procede comporte une 
etape de polarisation du transistor d'une fagon 
predeterminee avant la liaison entre la molecule et le 
recepteur moleculaire. Ici, un niveau de tension 
predetermine respectif est applique & chacune des 
electrode de grille, electrode de drain et electrode de 
source du transistor. 

Comme indique par la case 42, une etape de mesure 
d'un premier courant de canal entre 1* electrode de 
drain et 1* electrode de source est effectuee avant la 
liaison entre la molecule et le recepteur moleculaire. 
Le premier courant de canal resulte de la polarisation 
du transistor effectuee lors de 1' etape precedente. 

Une fois la mesure du premier courant de canal 
effectuee, la molecule peut s'hybrider avec ou se lier 
au recepteur moleculaire. Comme indique par la case 44, 
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la liaison peut etre accrue par champ en effectuant une 
etape d 1 application d'une premiere tension a au moins 
l'une des electrode de grille, electrode de source et 
Electrode de drain. La premiere tension est choisie de 
telle sorte qu'un champ eiectrique qui attire la 
molecule vers le site de liaison est genere. 

Aprfcs 1 'hybridation, une etape facultative de 
deshybridation de toute molecule non souhaitee 
provenant du site de liaison peut etre effectuee. Plus 
precisement, comme indique par la case 46, une etape de 
deshybridation peut etre effectuee en appliquant une 
deuxidme tension & au moins I'une des electrode de 
grille, Electrode de source et Electrode de drain. La 
deuxieme tension est choisie de telle sorte qu'un champ 
eiectrique repoussant les molecules non souhaitees du 
site de liaison est fourni. Les molecules non 
souhaitees peuvent par exemple etre des molecules 
partiellement liees . 

Comme indique par la case 48, une etape de 
repolarisation du transistor est effectuee. Ici, le 
transistor est polarise de la meme fa?on predeterminee 
qu'£ 1' etape indiquee par la case 40. 

Comme indique par la case 50, une etape de mesure 
d'un deuxieme courant de canal entre 1' electrode de 
drain et 1' electrode de source est effectuee une fois 
effectuee la liaison entre la molecule et le recepteur 
de molecule. Le deuxieme courant de canal resulte de la 
polarisation du transistor effectuee au cours de 
1' etape precedente. De preference, le premier courant 
de canal et le deuxieme courant de canal sont mesures 
pour une tension fixe appliquee a 1' electrode de 
grille. 

La caracteristique eiectrique modifiee est 
detectee par une etape de detection d'une difference 
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entre le premier courant de canal et le deuxieme 
courant de canal, indiquSe par la case 52. Par exemple, 
la caracteristique eiectrique modifiee peut etre 
determinee lorsqu'une difference entre le premier 
5 courant de canal et le deuxieme courant de canal est 
superieure h un seuil predetermine. 

La figure 4 est un organigramme d'un autre mode de 
realisation d*un procede de detection d'une 
caracteristique eiectrique modifiee du transistor. 

10 Comme indique par la case 60, le procede comporte une 
etape de polarisation du transistor d'une fagon 
predeterminee . Ici, un niveau de tension predetermine 
respectif est applique & chacune des electrode de drain 
et electrode de source du transistor. 

15 Comme indique par la case 62, une etape de 

determination d'une tension pour que 1* electrode de 
grille produise un courant de canal predetermine est 
effectuee. Selon un mode de realisation, le courant de 
canal predetermine est choisi de fagon £ etre proche de 

20 zero. Dans ce cas, la tension appliquee & 1' electrode 
de grille est modifiee afin de determiner une tension 
de seuil qui annule le courant de canal . La tension de 
seuil qui annule le courant de canal est 
proportionnelle h la quantite de charge incorporee dans 

25 la couche de canal par la liaison. II faut remarquer 
que le courant de canal predetermine ne doit pas 
forcement etre proche de zero dans les autres modes de 
realisation. 

La caracteristique eiectrique modifiee est 
30 detectee par une etape, indiquee par la case 64, de 
detection d*une difference entre un niveau de tension 
predetermine et la tension determinee au cours de 
1 # etape precedente. Le niveau de tension predetermine 
peut etre, par exemple, une tension qui produit le 
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courant de canal predetermine avant 1 • hybridation. Par 
consequent, la caracteristique electrique modifiee peut 
etre determinee lorsque la tension de grille (post- 
hybridation) qui produit le courant de canal 
5 predetermine est superieure k un seuil predetermine. 

La figure 5 est un organigramme d'un autre mode de 
realisation d'un procede de detection d'une 
caracteristique electrique modifiee du transistor. 
Comme indique par la case 70, le procede comporte une 

10 etape de fourniture d'un deuxidme transistor qui est 
sensiblement semblable au transistor se trouvant au 
niveau du site de liaison. Toutefois, le deuxieme 
transistor est situe au niveau d'un site non hybride 
sur 1'appareil de detection moieculaire. Le deuxieme 

15 transistor est eiectriquement connecte au transistor de 
fagon & former une paire dif f erentielle. Comme indique 
par la case 71, une etape de detection d'un signal, 
produit par la paire dif f erentielle, indiquant une 
liaison de la molecule au niveau du site de liaj.son, 

20 est effectuee. 

La figure 6 illustre schematiquement une paire 
dif f erentielle 72 composee d'un premier transistor 73 
et d'un deuxieme transistor 74. Le premier transistor 
73 est situe au niveau d'un site de liaison alors que 

25 le deuxieme transistor 74 est situe au niveau d'un site 
non hybride. Physiquement, le premier transistor 73 et 
le deuxieme transistor 74 peuvent etre places adjacents 
l'un k 1* autre sur un substrat. La paire dif f erentielle 
est formee en couplant une electrode de source 75 du 

30 premier transistor 73 £ une electrode de source 76 du 
deuxieme transistor 74. 

Un phenomene de liaison peut etre detecte en 
appliquant une tension commune aux electrodes de grille 
77 et 78 et en detectant une difference entre les 
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courants de canal du premier transistor 7 3 et du 
deuxiEme transistor 74. Selon une autre solution, le 
phEnomEne de liaison peut etre dEtectE en dEtectant une 
tension de dEcalage non nulle entre les Electrodes de 
5 grille 77 et 78 ce qui produit des courants de canal 
Egaux pour le premier transistor 73 et le deuxiEme 
transistor 74. 

La figure 7 est une vue en coupe transversale d*un 
autre mode de realisation d'un appareil permettant de 

10 dEtecter une liaison d'une molecule situee au niveau 
d'un site de liaison dans un appareil de detection 
molEculaire. Ce mode de realisation utilise un 
transistor & couches minces 88 formE sur un substrat 
82. Une Electrode de grille 84 et une couche isolante 

15 86 sont placEes sur une surface superieure du substrat 
82. Une Electrode de source 88, une Electrode de drain 
90 et une couche de canal 92 sont f ormEes sur une 
surface supErieure de la couche isolante 86. 

Un rEcepteur molEculaire, comme une molEcule d * ADN 

20 & un seul brin, est situE pres de la couche de canal 
92. Comme illustrE, la molEcule d 1 ADN a un seul brin 94 
peut Etre fixEe directement h une surface de la couche 
de canal 92. Tel que dEcrit prEcEdemment , la couche de 
canal 92 peut Etre composEe d'un matEriau organique qui 

25 permet une fixation directe de la molEcule d ' ADN h un 
seul brin 94 £ la surface. Dans ce cas, le matEriau 
organique est choisi de fagon & Etre compatible avec 
les espEces d* ADN et & optimiser la fixation des 
fragments d * ADN h la surface. 

30 En intEgrant 1* Electrode de grille 84, 1* Electrode 

de source 88 et 1' Electrode de drain 90 sous la couche 
de canal 92, on Evite les problEmes associEs & une 
dEnaturation induite par le potentiel au niveau des 
Electrodes . 
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Les figures 8 et 9 illustrent respectivement une 
vue de dessus et une vue lat6rale d'un mode de 
realisation d'un appareil de detection moieculaire 
integre selon la presente invention. L* appareil de 
5 detection moieculaire integre comporte un groupement de 
transistors h couches minces 100 fabrique sur une 
surface superieure d'un substrat 102. Les transistors £ 
couches minces 100 peuvent etre formes d'une mani&re 
semblable & celle utilisee pour construire les 

10 affichages de matrices actives, 

Chacun des transistors & couches minces 100 est 
situe pr£s de l'un des sites de liaison de la pluralite 
de sites de liaison 104. Des eprouvettes d'ADN 
sp^cifiques sont deposees sur chacun des transistors £ 

15 couches minces 100. Les eprouvettes d'ADN peuvent etre 
deposees en utilisant des techniques de distribution 
automatisee classiques, ou peuvent etre liees 
specif iquement dans un canal des transistors £ couches 
minces 100 en utilisant des techniques de liaison 

20 connues dans la technique. 

En fonctionnement en tant que sequenceur ou outil 
de diagnostic, les sequences d'ADN d'un analyte 
d* echantillon s*hybrident sur des sites seiectifs des 
sites de liaison 104. Des techniques d * hybridation 

25 assistee thermiquement ou assistee par effet de champ 
peuvent etre utilisees pour ameiiorer le processus 
d • hybridation . Apres 1 1 hybridation, des sequences non 
souhaitees ne presentant qu'une liaison partielle 
peuvent etre deshybridees en utilisant une augmentation 

30 par effet de champ en commutant des polarisations 
appropriees sur au moins une electrode des transistors 
& couches minces 100. Selon une autre solution, on peut 
utiliser la desorption thermique pour deshybrider des 
sequences non souhaitees. 
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A la suite de cela, chacun des transistors & 
couches minces 100 est polarise de fagon ci permettre le 
fonctionnement des transistors. Tel que decrit 
precederoment , on fait varier une tension de grille pour 
5 chacun des transistors h couches minces 100 afin 
d'annuler un courant de canal respectif. La tension de 
grille necessaire pour annuler le courant de canal 
respectif est proportionnelle & une quantity de charge 
incorporee dans le transistor £ couches minces. La 

10 valeur de la tension de grille peut etre lue au moyen 
de la matrice active. Tel que decrit precedemment , 
d'autres approches de detection de phenom^nes de 
liaison comprennent, sans y etre limitees, la detection 
d'une variation du courant de canal (mesuree avant et 

15 apr&s 1 'hybridation) pour une tension de grille fixe, 
et la detection d'un signal produit par une paire 
dif f erentielle de transistors & couches minces . 

Ainsi, on a decrit, dans le present document, un 
concept ainsi que plusieurs modes de realisation dont 

20 les modes de realisation pref6r£s d'un procede et d'un 
appareil de detection moieculaire & base de transistor. 

Puisque les differents modes de realisation de la 
presente invention detectent un phenom^ne de liaison en 
detectant une charge associee & une molecule cible, ils 

25 fournissent une amelioration significative en ce qu'un 
transistor integre dans 1' appareil de detection 
moieculaire peut etre utilise pour detecter 
eiectroniquement la molecule cible. Afin d'ameiiorer la 
detection, la charge associee k la molecule cible peut 

30 etre ameiioree en fixant une rondelle de centrage 
chargee & la molecule cible. 

De plus, les differents modes de realisation de la 
presente invention tel que decrits dans le present 
document utilisent des electrodes dans le transistor 
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afin cTeffectuer une hybridation et une d6shybridation 
assist^es par effet de champ, 

II apparaitra clairement aux specialistes de la 
technique que 1* invention decrite peut §tre modifi£e de 
5 differentes fagons et que de nombreux modes de 
realisation autres que le prefere d6crit specif iquement 
pr6c£demment peuvent s'y appliquer. 

Par consequent, les revendications jointes ont 
pour but de recouvrir toutes les modifications de 
10 1* invention qui respectent le veritable esprit et la 
port6e de 1' invention. 
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RE VEND I CAT IONS 

1 . Appareil de detection moleculaire comprenant : 

un substrat qui supporte un site de liaison de 
5 fagon & recevoir un recepteur moleculaire ; et 

un transistor int^gre au substrat, le transistor 
presentant une Electrode de grille, une electrode de 
source, une electrode de drain et une couche de canal 
semiconductrice qui couple eiectriquement 1* electrode 
10 de source & 1* electrode de drain, la couche de canal 
semiconductrice etant situee pr&s du site de liaison de 
sorte qu'une conductance entre 1' electrode de source et 
1* electrode de drain est modifiee par une charge 
associee & une molecule qui se lie au recepteur de 
15 molecule ; 

dans lequel la liaison entre la molecule et le 
recepteur moleculaire est detectee par une 
caracteristique eiectrique modifiee du transistor qui 
resulte de la charge associee & la molecule. 
20 2. Appareil selon la revendication 1, dans lequel 

la charge associee ct la molecule se trouve dans un 
element charge fixe ct la molecule. 

3. Appareil selon la revendication 1, dans lequel 
le recepteur moleculaire est directement lie & une 

25 surface de la couche de canal semiconductrice. 

4. Appareil selon la revendication 1, comprenant 
en outre une couche de fixation & laquelle est lie le 
recepteur de molecule, la couche de fixation etant 
placee entre le recepteur moleculaire et une surface de 

30 la couche de canal semiconductrice. 

5. Appareil selon la revendication 1, comprenant 
en outre un deuxieme transistor sensiblement semblable 
au transistor, le deuxieme transistor etant situe au 
niveau d'un site non lie du substrat, dans lequel le 
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deuxiEme transistor est electriquement connecte au 
transistor de fagon & former une paire dif f Erentielle 
qui fournit un signal qui indique la detection de la 
molecule. 

6. ProcEdE de detection d'une liaison entre une 
molecule et un rEcepteur de molecule au niveau d'un 
site de liaison dans un appareil de detection 
molEculaire, le procEdE comprenant les stapes de : 

fourniture d'un transistor prEsentant une couche 
de canal semiconductrice qui couple Electriquement une 
Electrode de source £ une electrode de drain, la couche 
de canal semiconductrice etant situEe prEs du rEcepteur 
molEculaire de sorte qu'une conductance entre 
1' Electrode de source et 1' Electrode de drain est 
modifiEe par une charge associEe & la molEcule lorsque 
la molEcule se lie au rEcepteur molEculaire, le 
transistor comportant en outre une electrode de 
grille ; et 

dEtection d'une caractEristique Electrique 
modifiEe du transistor qui rEsulte de la charge 
associEe & la molEcule lorsque la molEcule se lie au 
rEcepteur molEculaire. 

7. ProcEdE selon la revendication 6, dans lequel 
l'Etape de dEtection de la caractEristique Electrique 
modifiEe du transistor comporte : 

la mesure d'un premier courant de canal avant la 
liaison entre la molEcule et le rEcepteur de molEcule ; 

le mesure d'un deuxiEme courant de canal aprEs la 
liaison entre la molEcule et le rEcepteur de molEcule ; 

dEtection d'une diffErence entre le premier 
courant de canal et le deuxiEme courant de canal . 

8. ProcEdE selon la revendication 6, dans lequel 
le transistor est un transistor & couches minces. 
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9. Procede selon la revendication 8, dans lequel 
le r^cepteur molSculaire est directement li<§ a une 
surface de la couche de canal semiconductrice. 

10. Proc6d6 selon la revendication 6, comprenant 
5 en outre l § 6tape de fourniture d'un deuxifcme transistor 

sensiblement semblable au transistor, le deuxi£me 
transistor 6tant situe au niveau d'un site non lie sur 
l'appareil de detection ntol6culaire, dans lequel le 
deuxidme transistor est 61ectriquement connecte au 
10 transistor de fagon S former une paire dif f £rentielle 
afin de d^tecter la molecule. 
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